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  II – JFETتمرين الکترونيک 
  
 .. را بدست آوريدVDS و IDSدر مدارهای زير . ۱
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1 (.. را بدست آوريدRO1, RO2, Av1 , Av2در مدارهای زير . ۳
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 ..در مدارهای زير بهره ولتاژ را بدست آوريد. ۴
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 II – MOSFETتمرين الکترونيک 
 .محاسبه نماييد  VGS=1, 2, 3, 4V زير را به ازاء مداريان و نقطه کار رج .۱

  
 
 . را برای شکل زير به دقت ترسيم کنيدVi بر حسب VOمنحنی تغييرات  .۲

  
 

 .يد را محاسبه کنID شکل روبرو در ناحيه اشباع است و MOSFETنشان دهيد  .۳

ID VT=1V
K=3/16 mA/V2

λ=0
  

 
 .بهره تقويت کننده زير را حساب کنيد .۴

  
 
 .ها در ناحيه اشباع باشند، بهره ولتاژ را محاسبه کنيدMOSFETدر مدارهای زير همه  با فرض اينکه .۵

کننده با  ها، تقويت کننده  به اين نوع تقويت. به عنوان بار استفاده شده استMOSهای زير از  کننده در تقويت: توجه
  .شود بار فعال گفته می
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 .ها در ناحيه اشباع باشند، بهره ولتاژ را محاسبه کنيدMOSFETدر مدارهای زير همه  با فرض اينکه .۶
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 . باشدVB=9V و VA=4Vاسبه کنيد که اي مح ها را به گونهW/Lدر مدار زير نسبت  .۷

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٥

  پاسخ فرکانسی-  IIتمرين الکترونيک 
  
  . را پيدا کنيد3dBفرکانس در مدار زير بهره و . ۱

 
  
 در صورت مثبت بودن جواب مقدار آن چقدر .کند  مي3dB توليد فرکانس Cbآيا .  را ترسيم نماييدAV(s)در مدار زير . ۲
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 . را پيدا کنيد3dBفرکانس در مدار زير بهره و . ٣
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  . بحث کنيد50Ωدر مورد اثر مقاومت .  را پيدا کنيد=
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  . را پيدا کنيدf3dBدر مدار شکل زير . ٥
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 کننده تفاضلی تقويت – IIتمرين الکترونيک 

out محاسبه  مطلوب استزيرهای در مدار .۱
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 ،CMRR ،Ri  .(VBE=0.7V ,VT=26mV) 
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 کننده با فيدبک تقويت – IIتمرين الکترونيک 
 VA=200 و IC=1mA ،β=200در همه ترانزيستورها .  ترسيم شده استزيرکننده در شکل   يک تقويتAC مدار .۱
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out مطلوب است محاسبه زير مدار در .۲
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  است مطلوبزير مدار در .۳
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 منابع جريان – IIتمرين الکترونيک 
 .  را محاسبه کنيدIOهای جريان در مدار .۱

(β→∞, Vd= VBE=0.7V, VT=25mV, VCEsat=0.2V, VP=-2V, IDSS=4mA, Vt=2V, K=1mA/V2)  
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 II – OpAmpتمرين الکترونيک 
 .محاسبه نماييد  راVOهای زير مداردر  .۱
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